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１．概要（Summary） 

CVD 法で合成された多層グラフェン(MLG)の層数を

断面 TEM観察で評価するために、FIB装置を用いたサ

ンプルの加工方法を技術相談で検討し、技術代行にて

作製して頂いた。 

 

２．実験（Experimental） 

装置 

 収束イオンビーム加工観察装置（FIB） 

実験 

 CVD 方でシリコン基板上作製されたグラフェン（レジス

ト/MLG/Co/SiO2/Si）を FIB 装置を用いて薄膜化し、断

面 TEM 観察用に加工して頂いた。Fig.1 は加工後のサ

ンプルで、中央の薄膜部分を上から TEM観察する。 

 

Fig.1 The graphene sample to have been made a 

film and to have been put to the TEM grid. 

(The part which was enclosed by the red.) 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 TEM 観察をした結果の一例を Fig.2 に示す。観察は

TIA共用 EM施設に依頼した。 

 

Fig.2 The TEM image of the graphene sample 

which was processed in FIB. 

 

観察結果、観察したエリアのグラフェンの総数は 30 層

程度と考えられる。イオンミリング法での作製方法と比較し

た場合、FIB 法では基板一面に広がるグラフェンの観察

場所を選択できるメリットがある。一方、試料ダメージのた

め像の鮮明さに欠ける点がデメリットとなった。今後、観察

目的に応じて作製方法を切り分けたい。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
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